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Silindirik geometrinin yandan goriintisi ve esdeger

elektrik devre



 potansiyel farkinda harel<€??dmﬁ¥$%ﬁig§ﬂsé%feﬁ/man

sogurulan enerji (dE);

dE=-QA ¢

Elektrik alan olarak &(r) = d¢ (r) / dr. Diger taraftan bu geometri i¢in
elektrik alan ve potansiyel farki arasindaki baginti1 dikkate alinarak;

e(r) =V, /r(Inb/a)

dE/dr=Qe(r)=Q [Vo/ (rIn(b/a)) ]

Anot telden p kadar bir mesafede ci1g sonucunda n, tane elektron ve
pozitif iyon meydana geldigi varsayilsin.

Q=n,e



__— Katota hareket eden‘ﬁzﬁ%ﬁ%enmgﬁﬁéééﬁ/

enerji: . -
E* = [(dE/dr)dr=QV,/In(b/a) [drlr
a+p a+p

=QV, /(In(b/a))x (Inb/ (a + p))

Hareket eden negatif ytiiklii elektronlar tarafindan sogurulan enerji
ise:

b
E”=-QV,/In(b/a) [dr/r=QV,/In(b/a)x (In (a+ p)/a)
a+p

Her iki yiik grubuda toplandiktan sonra sogurulan toplam
enerji:

AE=E*+E =QV,(ln(d/a)xsln [(b/@+0)x (a+,0)/a]

=Q Vg



Bu enerji baslangicta kapasitorde sogurulan enerjideki azalma olarak ortaya
cikar:

LCV2=%CV_2- AE

LCOL V) -V - AE

VC + VO ZVO ve VR = VO = VC yaklagimlarini yerine koyarak,

V.- AE L[V )-0OV [V ) -0 /C



Elektron ve pozitif iyonlarin hareketlerinden dogan maksimum sinyal
genliklerinin orani ise asagidaki gibi verilir.

E"/E" =[(In(a+p)/a)/(Inb(a+p))]

Eger tiip boyutlar1 olarak a = 25 pm ve b = 1 cm secilirse ve p = 3 pm
icin;

E = | E = - (019

bulunur.

Bu ornekten anlasilacagi gibi maksimum sinyalin % 2'si elektron
hareketinden esas kismi ise pozitif iyon hareketinden meydana
gelmektedir. Bu nedenle elektronlarin sinyale katkisi ihmal edilmekte
ve tim katkinin anot ylizeyinde olusan pozitif iyonlarin hareketinden
olustugu kabul edilmektedir.



Gaz icerisinde hareket eden iyonlarin hizi v = p (¢/p) olarak verilir, burada p
basingtir. Buna gore;

vi#)=pule@/pl=[u/pl[V,/In(b/a)][1/1]

Bu ifade hiz denklemine konulursa;

rjf)dr Ly (1) = jdt
a 0



Bu ifadenin integrasyonu ile iyon pozisyonlarinin zamana bagl ifadesi

elde edilir.
H(0)=[2(u/p] [V, /In(b/a)][t+a’]"
Iyonlarin toplanmasi icin gecen zaman r (t) = b yapilarak bulunur.

t"=[(b°-a*)pln(b/a)]/2 uV,



Tipik parametrelerin kullanilmasi durumunda bu zamanin ¢ok uzun
oldugu gortlir (ytizlerce mikro saniye). Ancak sinyalin 6nemli bir kismi
iyon hareketinin baslangicinda olusmaktadir. Zamanin fonksiyonu olarak
iyon hareketi ile sogurulan enerji asagidaki gibi yazilir.
r(t)
E*(1)=[QV, /In(b/a] [dr/r=[QV,/In(b/a)][(n1(r)/a]

A =20 plEV, b iaylt+a s 5ot

yukaridaki ifadede kullanilmasi ve Vi (t) = E* (t) / C V, yapilarak sinyal
pulsunun zaman profili soyle bulunabilir.

V.()=[Q/C][1/In(b/a)]ln {2 uV,)/[(@’ pln(b/a))t+1}"

Bu ifade, pulsun maksimum genliginin yarisina ulagsma zamanini
asagidaki gibi ongoriir:

t,. =a/(a+b)t”



to =a/(a+b)t”

a = 25 um ve b = 1 cm secilirse yukaridaki ifade tiim iyonlarin hareket
siirelerinin % 0,25 kadar bir siire sonra (mikro saniyenin kesri kadar) yari
genislige ulasilacagini belirtir.

Bu noktada iyonlar tel ylizeyden 475 pum kadar hareket etmislerdir ve
elektrik alam1 ytizeydeki degerinden % 5 kadar daha azdir.



Puls
Genligi %

Sabit yarigapta olugan iyonizasyon

! Bir ¢ap boyunca olugan homojen iyonizasyon

»  Zaman

Cikis pulsunun 6n kenarinin sekli



SAHTE/UYDU PULSLARIN OLUSMA NEDENLERI?
SPURIOUS PULSES

Bazi durumlarda esas pulsu takiben bazi yalanci pulslar orantili sayagta
gorilirler, bu pulslarin gelen radyasyon ile bir ilgisi yoktur. Bu pulslarin
bir nedeni, ¢ig sirasinda meydana gelen uyarilmis atomlardan fotonlarin
salinmasidir.

Heniiz nedeni tam anlasilmayan diger bazi nedenler, esas pulsa gore
yluizlerce mikro saniye gecikmis olan sahte pulslar tiretirler.



" puls Yokseklizgi 1

ya da genligi -2-

Analizdr seviyesi

Sayim .
Hiz:

»  vYiksek Voltaj

Cok diisiik voltajlarda (V < V,) sayim hizi sifirdir.

V > Vyicin gene iyonizasyon ve analizor seviyesini gecen puls sayis1 artmakta
tim pulslar sayilmaktadir.



Grafigin V; ile V. arasmma yiiksek voltaj platosu denir ve sayacin
calistirilacag yliksek voltaj araligini belirtmektedir. Bu plato bircok sayacta
etkinligin artmasi nedeniyle pozitif bir egim gosterir. Platonun performansi
egimi ile ifade edilir:

m=(Ar/r) AV

Burada Ar/r, voltajdaki AV farkina karsi r sayim hizindaki rolatif degismedir.



Sayim

Hz 4

Beta platosu

Alfa platosu

» Yiksek Voltaj

Orantili sayacta alfa ve beta platolar
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Gaz ¢ikig!
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Gaz ¢ikigi

(a) Gaz akisli orantili sayag (b) 2 geometride sistem (c) 4 geometride sistem



